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本研究では高温下でも酸化されにくく、高い融点を持ちSiO2との反応性も比較的低
いTiNに着目し、配線とゲート電極にTiNを用いた4H-SiC n/p MOSFETの最
大500℃下における動作確認を目的とし、温度変化における移動度としきい値電圧
の変化を評価した。
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Experimental

ナノデバイス研究所内のクリーンルームで作製したnMOSFETの顕微鏡写真を図1に
示す。

結果と考察
Results and Discussion

作製したn/p MOSFETに対して30℃から最大500℃まで100℃ずつ加熱し、各温度
でのn/p MOSFETの動作を確認した。
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図1  作製したnMOSFETの顕微鏡写真
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